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5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Вдосконалення технологій синтезу халькогенідів As2S3 і As2Se3, конструювання оптоелектронних пристроїв на їх основі



Назва роботи (англ)

Improvement of processes of synthesis of chalcogenides of As2S3 and As2Se3, creation of devices for optoelectronics

Реферат (укр)

Здійснено теоретичні оцінки температурних умов синтезу халькогенідів As2S3 i As2Se3 на основі методів хімічної 
теормодинаміки. Синтезовані сполуки та їх тверді розчини. Хімічний склад сполук перевірено методом енергетичної 
дисперсійної емісії. В межах реалізованих температуних умов хімічний склад сполук відрізняється від стехіометричного 
не більше, ніж на (3...6)%. Досліджень вплив умов синтезу на оптичні параметри сполук. Показано, що зміною 
температури синтезу та швидкості охолодження можна змінювати такі їх параметри: густину, ширину забороненої зони, 
показник заломлення, коефіцієнти лінійного та нелінійного поглинання, межу оптичної міцності. Межі зміни показника 
заломлення дають змогу створювати конструкцію "серцевина-оболонка" для виготовлення оптичних волокон. Введенням 
магнітних домішок марганцю та ітербію здійснені переходи "діамагнетик-парамагнетик-феромагнетик" та отримана фаза 
спінового скла, що відкриває шлях для створення пристроїв спінтроніки. Показана можливість використання плівок 
халькогенідів для захисту поверхонь напівпровідників від окислення. Здійснені експерименти запису оптичних 
зображень на плівках As2S3.

Реферат (англ)

Theoretical estimations of temperature terms of synthesis chalcogenides of As2S3 and As2Se3 are carried out on the basis of 
methods of chemical thermodynamics. Synthesized compounds and their solid solutions. Chemical composition of compounds 
is tested by the method of power dispersion emission. Within the limits of the realized temperatures conditions chemical 
composition of compounds differs from stoichiometric no more, than on (3...6)%. Researches the influence of terms of synthesis 
on the optical parameters of compounds. It is shown, that by the change of temperature of synthesis and speed of cooling it is 
possible to change such their parameters: density, width of the energy gap, index of refraction, coefficients of absorption linear 
and nonlinear, border of optical durability. The scopes of change of index of refraction enable to create construction "central 
area-shell" for making of optical fibres. By introduction of magnetic admixtures of manganese and itterbium transitions 
"diamagnetic-paramagnetic-feromagnetic" are carried out the that got phase of spin glass, that opens a way for creation of 
devices of spintronics. Possibility of the use of tapes of chalcogenides for defence of surfaces of semiconductors from 
oxidization is shown. Realizable experiments of record of optical images on tapes As2S3.

Індекс УДК: 621.315.5/.6; 621.318.1; 666.65, 537.311.322; 539.216.2

Коди тематичних рубрик НТІ: 47.09
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